
2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В, 2Т716А1, 2Т716Б1, 2Т716В1, 

КТ716А, КТ716Б, КТ716В, КТ716Г

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры п-р-п 
составные универсальные. Предназначены для применения в 
усилительных и переключательных схемах. Транзисторы 
2Т716А—2Т716В выпускаются в металлическом корпусе с жест
кими выводами и стеклянными изоляторами. Транзисторы 
2Т716А1— 2Т716В1, КТ716А—КТ716Г выпускаются в пластмас
совом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывает
ся на корпусе.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, 

в пластмассовом корпусе не более 2,5 г.

2Т7ША - В)
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2Т 716(А 1-В 1). К Т 716(А -Г )

Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы

С т а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  п е р е д а ч и  т о к а  

в  с х е м е  О Э  п р и  UKB = 5 В , /э  = 5 А , н е  м е н е е :

2Т 716А , 2Т 716Б , 2Т 716В , 2Т 716Б 1,

2Т 716В 1, К Т 716А , К Т 716Б , К Т 716В ,

К Т 716Г .................................................................... 750

2Т 716А 1.................................................................  500

Г р а н и ч н а я  ч а с т о т а  к о э ф ф и ц и е н т а  п е р е д а ч и  

т о к а  в  с х е м е  О Э  п р и  (/ю  = 5 В , /к  = 0,5 А :

2Т 716А , 2Т 716Б , 2Т 716В , К Т 716А ,

К Т 716Б , К Т 716В , К Т 716 Г ............................ . 6 М Г ц

2 Т 716А 1, 2Т 716Б 1, 2 Т 716В 1.......................... 3 М Г ц

Г р а н и ч н о е  н а п р я ж е н и е  п р и  /э  = 100 м А , 

н е  м е н е е :

2Т 716А , 2Т 716А 1, К Т 716 А ...............................  80 В

2Т 716Б , 2Т 716Б 1, К Т 716Б ................................. 60 В

2Т 716В , 2Т 716В 1, К Т 716В ................................. 40 В

К Т 716 Г ...................................................................  35 В

Н а п р я ж е н и е  н а с ы щ е н и я  к о л л е к т о р — э м и т т е р  

п р и  /к  = 5 А , 4 = 0,02 А , н е  б о л е е .....................  2 В
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Н а п р я ж е н и е  н а с ы щ е н и я  б а з а —э м и т т е р

п р и  /к  = 5 А , /Б  = 0,02 А , н е  б о л е е .................... 3 В

П р о б и в н о е  н а п р я ж е н и е  к о л л е к т о р — б а з а  

П Р И  /к б о  = 1 м А , н е  м е н е е :
2Т 716А , 2Т 716А 1, К Т 716А ........................... 100 В

2Т 716Б , 2Т 716Б 1, К Т 716Б .............. ............  80 В

2Т 716В , 2Т 716В 1, К Т 716В ...........................  60 В

К Т 716Г ....................................... ..................... 45 В

П р о б и в н о е  н а п р я ж е н и е  б а з а —э м и т т е р

п р и  4 б  о  = 5 м А , н е  м е н е е ................................... 5 В
В р е м я  в к л ю ч е н и я  п р и  UK3 = 20 В , /к  = 5 А ,

4 -  0,02 А , н е  б о л е е ...........................................  2 м к с

В р е м я  в ы к л ю ч е н и я  п р и  UKэ -  20 В , /к  = 5 А ,

4 = 0,02 А , н е  б о л е е ..... .....................................  7 м к с

Е м к о с т ь  к о л л е к т о р н о г о  п е р е х о д а

п р и  UKБ  = 5 В , н е  б о л е е ......................................  150 п Ф

Е м к о с т ь  э м и т т е р н о г о  п е р е х о д а  п р и  (J3b = 0,5 В , 

н е  б о л е е ................................................................. 350 п Ф

П р е д е л ь н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  д а н н ы е

П о с т о я н н о е  н а п р я ж е н и е  к о л л е к т о р — б а з а :

2Т 716А , 2Т 716А 1, К Т 716А ...........................  100 В

2Т 716Б , 2Т 716Б 1, К Т 716Б ............................  80 В

2Т 716В , 2Т 716В 1, К Т 716В ............................  60 В

К Т 716Г ............................................................. 45 В

П о с т о я н н о е  н а п р я ж е н и е  к о л л е к т о р —э м и т т е р :
р  “  1 к О м *

63 2Т 716А . 2Т 716А 1. К Т 716А ..................... 100 В

2Т 716Б , 2Т 716Б 1, К Т 716Б ..................... 80 В

2Т 716В , 2Т 716В 1, К Т 716В ..................... 60 В

К Т 716Г ......................................................  45 В
R  оо*

63 2Т 716А , 2Т 716А 1, К Т 716А ..................... 80 В

2Т 716Б , 2Т 716Б 1, К Т 716Б ..................... 60 В

2Т 716В , 2Т 716В 1, К Т 716В ..................... 40 В

К Т 716Г ......................................................  35 В

П о с т о я н н о е  н а п р я ж е н и е  б а з а —э м и т т е р ...........  5 В

П о с т о я н н ы й  т о к  к о л л е к т о р а :

2Т 716А , 2Т 716Б , 2Т 716В , 2Т 716А 1,

2Т 716Б 1, 2Т 716В 1.........................................  10 А
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КТ716А, КТ716Б, КТ716В, КТ716Г..............  8 А

Импульсный ток коллектора при Ги = 2 мс для 

2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В, 2Т716А1, 2Т716Б1,

2Т716В1......................................................................  20 А

Постоянный ток базы ..............................................  0,2 А

Импульсный ток базы при Ги = 2 мс для 

2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В, 2Т716А1, 2Т716Б1,

2Т716В1......................................................................  0,4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек

тора1 при Тк = —60...-4-25 °С: 

с теплоотводом:

2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В, 2Т716А1,

2Т716Б1, 2Т716В1...................................... 30 Вт

КТ716А, КТ716Б, КТ716В, КТ716Г.......  60 Вт

без теплоотвода:

2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В......................... 2 Вт

2Т716А1, 2Т716Б1, 2Т716В1, КТ716А,

КТ716Б, КТ716В, КТ716Г......................... 1 Вт

Температура р-п перехода....................................  +150 вС

Температура окружающей среды:

2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В................................. -6 0 ... Гк =

= +125 °С

2Т716А1, 2Т716Б1, 2Т716В1.......................... -6 0 .. .Г К =

= +100 °С

1 При Гк > + 2 5  “С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ

ность коллектора снижается линейно на 0,24 В т /*С  с теплоотводом и на 

16 м В т/’С для 2Т716А—2Т716В, на 8 м В т /вС для 2Т716А1—2Т716В1 без 

теплоотвода.

Зависимости электрических параметров КТ716А—КТ716В 

аналогичны зависимостям 2Т716А—2Т716В.
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2Т 7Ш Л -В )
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З а в и с и м о с т ь  с т а т и ч е с к о 

г о  к о э ф ф и ц и е н т а  п е р е д а 

ч и  т о к а  о т  т о к а  э м и т т е р а

З а в и с и м о с т и  н а п р я ж е н и й  

н а с ы щ е н и я  к о л л е к т о р -  

э м и т т е р  и  б а з а — э м и т т е р  

о т  т о к а  к о л л е к т о р а
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!к Л

Области безопасной 
работы транзистора

h?i3

Зависимость статическо
го коэффициента переда
чи тока от тока эмиттера

Зависимость напряжения 
насыщения коллектор- 
эмиттер от тока коллек

тора

Зависимость напряжения 
насыщения база—эмиттер 

от тока коллектора
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